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Urządzenie do oczyszczania powierzchni półprzewodnika
w wyładowaniu jarzeniowym

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
oczyszczania powierzchni półprzewodnika w wy¬
ładowaniu jarzeniowym zawierające maskę i po¬
jemnik do naparowywania metalu.
W stosowanych dotychczas rozwiązaniach, oczy¬

szczanie powierzchni półprzewodnika odbywa się
za pomocą wyładowania jarzeniowego w rozrze¬
dzonym gazie. Wyładowanie to zachodzi pomiędzy
dwoma specjalnymi elektrodami metalowymi, z
których jedna połączona z ujemnym biegunem
źródła napięcia (katoda) spełnia jednocześnie rolę
zasobnika, podstawki lub uchwytu do umieszcza¬
nia materiału czyszczonego. Bombardujące ma¬
teriał jony, stanowią czynnik oczyszczający, przy
czym ich prąd rozdziela się na prąd płynący przez
materiał czyszczony i na prąd płynący przez me¬
talową część katody, na czym cierpi intensyw¬
ność i wydajność czyszczeń oraz czas trwania pro¬
cesu.

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia
większej wydajności czyszczenia.
Cel ten został osiągnięty przez zastosowanie

urządzenia według wynalazku, w którym mate¬
riał przeznaczony do czyszczenia umieszcza się
w kasecie wykonanej z materiału o właściwoś¬
ciach dielektryka (kwarc, szkło, ceramika, korund)
a potencjał ujemny doprowadza się bezpośrednio
do półprzewodnika, uzyskując to, że prąd jono¬
wy płynący podczas wyładowania jest wykorzy¬
stywany do czyszczenia. Ponadto, dzięki wyelimi-
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nowaniu z konstrukcji pojemnika metalu, będą¬
cego na potencjonale katody, unika się napylania
go na powierzchnię czyszczoną, co miało miejsce
w dotychczas stosowanych sposobach.
Urządzenie do wykonywania sposobu według

wynalazku jest tytułem przykładu wykonania
przedstawione na rysunku, na którym fig. 1 przed¬
stawia kasetę-maskownicę w przekroju pionowym
w widoku z boku, fig. 2 — pierścień bieguna do¬
datniego napięcia (anoda), fig. 3 — źródło ma¬
teriału naparowywanego.
Urządzenie stanowi kaseta-maskownica 1 za¬

opatrzona w materiał półprzewodnikowy 2 osa¬
dzony w gnieździe lub gniazdach 6, którego po¬
wierzchnia niezasłonięta przez kasetę-maskowni¬
cę 1 od strony anody podlega oczyszczeniu oraz
kontakt lub kontakty 3 doprowadzające napięcie
o znaku ujemnym, druga elektroda 4 stanowiąca
biegun dodatni napięcia (anodę), źródło 5 materia¬
łu naparowywanego i otwór lub otwory 7. Kształt
i wielkość otworu 7 jest tak dobierana, aby od¬
powiadała ściśle powierzchni oczyszczonej, na któ¬
rą następnie napyla się inny materiał.
Otwór 7 ogranicza więc ściśle wielkość czysz¬

czonej powierzchni oraz w trakcie napylania za¬
pewnia uzyskanie warstwy o powtarzalnych wy¬
miarach.

Zastrzeżenie patentowe
Urządzenie do oczyszczania powierzchni półprze¬

wodnika w wyładowaniu jarzeniowym znamienne
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tym, że stanowi je kaseta-maskownica (1) wyko¬
nana z materiału dielektrycznego z gniazdem lub
gniazdami (6) na materiał półprzewodnikowy (2),
do którego doprowadzony jest kontaktem lub
kontaktami (3) potencjał ujemny w stosunku do

anody (4), przy czym czołowy otwór lub otwory
(7) kasety-maskownicy (1) stanowią równocześnie
maski umożliwiające nałożenie ze źródła (5) cien¬
kich warstw materiałów na oczyszczoną powierz-

5 chnię półprzewodnika (2).
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